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【はじめに】 

近年、半導体や絶縁体表面のキャリア制御の手法として、イオン液体を用いた電気二重層トラ

ンジスタ(Electric-Double-Layer-Transistor:EDLT)が注目されている。EDLT ではイオン液体に電界

をかけることによって形成される厚さ 1nm 程度の電気二重層が極薄のコンデンサーとして働く

ため、従来の電界効果トランジスタ(Field-Effect-Transistor:FET)の 10 倍以上のキャリア誘起が可

能である。これにより、絶縁体表面の金属化や超伝導化が報告されている[1][2]。 

一方で電気二重層と異種物質間の接合に焦点を当てた研究はあまりなく、電気二重層と超伝導

との接合は未だ報告されていない。本研究では、室温で 3.3eV のバンドギャップを持つワイドギ

ャップ半導体である ZnOと超伝導体である Nbの接合を作製し、EDLT によって金属化した ZnO

表面と超伝導接合の実現を試みた。 

【実験と結果】 

Fig.1に作製した ZnO-EDLT の輸送特性を示す。EDLT として動作することを確認できた。Fig.2

にゲート電圧 と の場合の抵抗の温度依存性を示す。 では温度が下がる

につれて抵抗が下がる金属的な特性を確認できた。Fig.3 は Josephson 接合を目指した

Nb/ZnO100nm/Nb構造の ZnO100nm-EDLT に を実質 程度印加した際に、低温で測定した微分

抵抗のグラフである。超伝導電流は流れなかったが、Nb の超伝導転移温度 以下では、Nbの

超伝導ギャップの数 の範囲で、超伝導ギャップに起因すると考えられる構造が観測された。  

発表では本研究における超伝導電流の可能性について議論する。 
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Fig.1 Gate bias dependence of drain current 

of ZnO-EDLT 

Fig.2 Temerature dependence of resistance 

of ZnO-EDLT 

Fig.3 Differential resistance versus bias V 

of ZnO100nm-EDLT 
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